
佐世保工業高等専門学校 開講年度 令和06年度 (2024年度) 授業科目 電子回路Ⅰ
科目基礎情報
科目番号 3S2660 科目区分 専門 / 必修
授業形態 講義 単位の種別と単位数 履修単位: 2
開設学科 電子制御工学科 対象学年 3
開設期 通年 週時間数 2
教科書/教材 電子回路（コロナ社）
担当教員 兼田 一幸
到達目標
１．電子素子の図記号を書くことができる(A4)
２．電子素子の使用法を理解できる。(A4)
３．トランジスタ回路の電圧及び電流の計算を回路図から行うことが出来る．(A4)
４．トランジスタの特性図，及びhパラメータを用いて電圧電流の計算を行うことができる。(A4)
５．トランジスタの等価回路を描くことができ、その等価回路を用いた計算ができる。(A4)
簡易な電子回路の創作ができる。(A4)
ルーブリック

理想的な到達レベルの目安 標準的な到達レベルの目安 未到達レベルの目安
評価項目1
達成目標１

多くの電子素子の図記号を自由に
書くことができる

電子素子の図記号を書くことがで
きる

電子素子の図記号を書くことがで
きない

評価項目2
達成目標２ 電子素子の使用法を理解できる。 電子素子の使用法を理解できる。 電子素子の使用法がわからない。

評価項目3
達成目標３

ある程度の複雑なトランジスタ回
路の電圧及び電流の計算を回路図
から自由に行うことが出来る．

簡単なトランジスタ回路の電圧及
び電流の計算を回路図より行うこ
とが出来る．

トランジスタ回路の電圧及び電流
の計算が回路図から行えない。

評価項目４
達成目標４

トランジスタの特性図，及びhパラ
メータを用いて電圧電流の計算が
自由にできる

トランジスタの特性図，及びhパラ
メータを利用して、簡単な電圧電
流の計算ができる

トランジスタの特性図，及びhパラ
メータの意味が分からない

評価項目５
達成目標５

トランジスタの等価回路を描くこ
とができ、その等価回路を用いた
計算ができる。

トランジスタの等価回路を描くこ
とができる。

トランジスタの等価回路を描くけ
ない。

評価項目６
達成目標６

自分の意向に従って必要とされる
簡易な電子回路の創作ができる。 単純な電子回路の創作ができる。 単純な電子回路の創作ができない

。
学科の到達目標項目との関係
教育方法等
概要 電子回路素子の特性を学ぶ．増幅回路を中心にその回路における素子の動作、効果について学ぶ。演習を通じて電

子回路の解析法を習得する．また，電子回路の特性評価方法も学び，工学実験と連携させる．

授業の進め方・方法

予備知識：基礎電気工学（１年）、電気工学（２年）で学習した基礎的な回路素子、複素数表示等の知識があること。
また、電気
回路に用いる記号、単位等を理解していること。
講義室：３S教室
授業形式：講義と演習、電子回路実験，演習レポート
学生が用意するもの：ノート、必要に応じて電卓

注意点

評価方法・評価基準：中間・定期試験により評価し、60点以上を合格とする。
自己学習の指針：教科書を予習してください。また、授業中の説明内容を把握するよう努めてください。また、章末の
演習問題を解いてください。尚、この電子回路の内容は、AR検定やデジタル検定の資格試験と重なる部分が多くありま
す。この資格試験の勉強に
も取り組んでみてください

授業の属性・履修上の区分
☑  アクティブラーニング ☑  ICT 利用 ☑  遠隔授業対応 □  実務経験のある教員による授業

授業計画
週 授業内容 週ごとの到達目標

前期

1stQ

1週 半導体材料の性質，動作 半導体材料の性質を理解し、説明できる.

2週 P型半導体、N型半導体、ダイオードの構造，性質，特
性

P型半導体、N型半導体の違い，性質を説明できる.ダ
イオードの構造，性質，特性を理解し、説明できる.

3週 簡単なダイオード回路の計算方法，整流動作 簡単なダイオード回路の計算ができる.

4週 トランジスタの構造と電気的特性，接続方法 トランジスタの構造とを理解し，回路を作成すること
ができる.

5週 簡単なトランジスター回路の電圧，電流の計算方法 簡単なトランジスター回路の計算が行える.
6週 簡単なトランジスター回路の電圧，電流の計算方法２ ダイオードの特性を計測できる．

7週 試験前演習 各種の想定課題を解くことにより、トランジスタの電
圧電流計算を定着させる。

8週 中間試験

2ndQ

9週 効果トランジスタ（ＦＥＴ） の構造と電気的特性，接
続方法

効果トランジスタ（ＦＥＴ） の構造と電気的特性，接
続方法を理解し、説明できる.

10週 各種半導体素子（定電圧、可変容量、発光ダイオード
など） 種半導体素子の図記号を理解し、説明できる.

11週 シリコン結晶体の生成方法 ，トランジスターの接地方
法 トランジスターの接地方法を説明できる

12週 交流信号増幅の原理 トランジスターを用いた交流信号増幅の原理を理解し
、利用できる.

13週 バイアスを求める演習問題 基本的な電子回路のバイアスを求めることができる.
14週 安定化バイアス供給回路 安定化バイアス供給回路を示すことができる．



15週 増幅度を求める演習問題，前期総合演習 トランジスターの増幅特性，バイアス，利得を計算で
きる

16週 ｈパラメータによるトランジスタの等価回路 ｈパラメータによるトランジスタの等価回路を描くこ
とが出来る

後期

3rdQ

1週 安定化バイアス供給回路 安定化バイアス供給回路を示すことができる．

2週 等価回路を用いた増幅回路の特性の求め方 等価回路の特徴，利用方法，等価回路を考慮した回路
図を描くことが出来る

3週 等価回路を用いた増幅回路の特性の求め方２ 等価回路を用いた増幅回路から各部の電流が計算出来
る

4週 FETの等価回路，電流源、電圧源の変換方法 FETの等価回路をえがくことができる
5週 差動増幅回路の回路構成 作動増幅の意味を理解できる．
6週 演算増幅回路での注意事項 演算増幅回路での注意事項を説明できる

7週 オペアンプICの特徴，利用法 オペアンプICの特徴を説明でき，利用することができ
る．

8週 中間試験

4thQ

9週 オペアンプICの特徴，反転増幅，非反転増幅回路 オペアンプICの特徴，反転増幅，非反転増幅回路を構
成することができる

10週 オペアンプICの利用法、計算法、活用形態、出入力波
形の変化の確認。

オペアンプICの利用した波形操作回路動作を説明でき
る

11週 演算増幅回路の応用回路（減算、加算、積分、微分回
路），演習問題 演算増幅回路の応用回路の計算ができる．

12週 Ａ級電力増幅回路 Ａ級電力増幅回路を説明できる
13週 Ａ級電力増幅回路のバイアス Ａ級電力増幅回路のバイアスを計算できる．
14週 A級電力増幅回路の増幅度 A級電力増幅回路の増幅度が計算できる．
15週 電子回路の総合演習 電子回路の電圧，電流計算の考え方を説明できる
16週 期末前演習

評価割合
試験 発表 相互評価 態度 レポート 合計

総合評価割合 90 0 0 0 10 100
基礎的能力 50 0 0 0 10 60
専門的能力 40 0 0 0 0 40
分野横断的能力 0 0 0 0 0 0


